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はじめに：筆者らは電界誘起第 2 次高調波発生(EFI-SHG)法を用いて、2 層積層有機 EL 素子の

-NPD/Alq3 界面の蓄積電荷現象について研究している。そして、電荷蓄積をマクスウェル・ワグナー

効果として扱い、素子内に形成される内部電界を EFI-SHG 法により測定し、キャリア挙動を解析して

きた[1,2]。本研究では、蓄積電荷の放電過程に着目し、蓄積電荷量の変化について EFI-SHG 法を用い

て検討した。その結果、印加電圧 Vbの増加に伴う放電量の減少や緩和時間の伸びが確認された。 

実験方法: 図 1に有機 EL素子構造と EFI-SHG 法による実験方法を示す。EL素子内のキャリア挙動を

評価するため、-NPD 層に形成される電界強度を EFI-SHG 法により測定した。図 2 のように EL 素子

の印加電圧 Vaを Vbまで立ち下げた際、レーザーパルス(波長 820 nm)を入射するタイミングを 10 nsか

ら 25 msまで変化させ、SH 光(波長 410nm)強度の過渡的な変化を、PMT により測定した。 

結果及び考察:図 3 に EFI-SHG 測定による放電過程の SH 光強度の変化を示す。SH 光の強度の変化は

実際の電界の変化に対応するが、電界の変化分は Vbを高くすると界面の電荷蓄積量の変化分が小さく

なることが示された。Vaと Vbでそれぞれ蓄積される電荷量の差分に応じて電荷が放電されると考えら

れる。また、Vbにより生じる電界と蓄積電荷により生じる電界が放電時のキャリア挙動に影響を与え、

結果的に放電時間が長くなると推定される。 
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Fig.1.Experimental Setup   Fig.2.Applied Voltage      Fig.3.Discharging process of EFI-SHG   
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